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【はじめに】我々は汎用普及可能な短波長赤外線域の受光素子としてMg2Siを使用した pn接合フ

ォトダイオード(PD)の開発を進め[1-2]、単素子で高い受光感度を得ることに成功している[3]。今後、

イメージセンサに応用するためには微細加工によって 2 次元アレイ構造を作製する必要がある。

反応性イオンエッチング(RIE)は、レート制御が容易で、表面ダメージが少ないという特徴がある。

これまでに我々は CF4を用いた RIE でMg2Siが微細加工可能なことを報告した[4-5]。しかしエッチ

ング速度が限定的であった。今回、CF4/Ar をプロセスガスに用いた RIE を行い、Mg2Si 基板のエ

ッチング速度と表面状態を評価したので報告する。 

【実験方法】評価試料は、融液成長させた n型Mg2Si単結晶から切り出し、鏡面研磨した(110)基

板を用いた。基板表面にスピンコートによりフォトレジストを塗布し、UV露光と現像により、5, 

10, 20, 40 μm の線状パターニングを施した。その後、CF4/Ar を用いて CF4及び Ar のガス比率を

変化させて多目的ドライエッチング装置(RIE-200NL，サムコ)によって RIEを行った。エッチング

速度と表面粗さの評価は触針式プロファイラと AFMにより行った。 

【結果と考察】Fig. 1に 10分間、CF4/Arでエッチ

ングを行った Mg2Si 基板表面のエッチング速度と

表面粗さについて CF4/Ar流量比依存性を示す。こ

こで、ガス総流量は 30sccm、RF パワーは 250W、

エッチング時圧力は 3.0Paである。Fig. 1より、Ar

の割合が増加するにつれて 50%付近までエッチン

グ速度が増加し、その後、75%まで増加させるとエ

ッチング速度が減少した。表面粗さも同様な傾向

を示した。このことから、エッチング速度と表面

荒さには相関が見られ、エッチング深さが深くな

ると表面粗さが増加すると考えられる。今後、よ

り平滑な表面が得られるように適切なエッチング

条件の検討を進める。 
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Fig. 1. Dependence of etching rate and surface 

roughness on the flow rate ratio of 

CF4/(Ar+CF4). 
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